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1. Amplificador TJB (2+2+2+2+2) 

A figura representa um andar de amplificação. Os dados são β=100, VBEon=0.7V, VCEsat=0.2V, VA=∞, 
VCC=6V, R1=75kΩ, R2=50kΩ, e RL=5kΩ. 

a) Dimensione RE e RC de modo que, no PFR, IC=1mA e VCE=2V. 
Explique a função de todos os elementos do circuito. 

b) Desenhe o esquema incremental do circuito na banda de passagem. 
Calcule o ganho de tensão Gv=vo/vi, as resistências de entrada Ri e de 
saída Ro. 
c) Admitindo que C1= C2=∞ calcule o valor de CE para que fL=10Hz. 

d) Se o transístor TJB tiver Cμ=10pF qual o valor de fH do amplificador? 
 (Nota: não use o Teorema de Miller) 

e) Admitindo um sinal de entrada sinusoidal, calcule a amplitude máxima que v0 pode alcançar mantendo 
o TJB na zona ativa. 

 
2. Circuitos digitais MOS (2+2+2) 

 Considere o circuito da figura, onde VDD=5V, 1 2 n OXCµ⋅ =0.4mA/V2, 1 2 p OXCµ⋅ =0.1mA/V2, 
(W/L)n=(W/L)p=2, Vtp=Vtn=1V, e λp= λn=0 V-1. 

a) Faça um esboço da característica v0(vI), indicando as diferentes zonas de 
funcionamento dos transístores. Calcule as coordenadas dos pontos que separam 
essas zonas. 
b) Usando a média das correntes, calcule o atraso de propagação tpLH do inversor 
dado, supondo CL=0.1pF. 
c) Desenhe o circuito lógico da mesma família do inversor dado que implementa a 
função lógica 

  
Y = X1 ⋅ X2 + X3 ⋅ X4( )  com um número mínimo de transístores. Dimensione os (W/L) dos 

vários transístores para que o circuito nunca seja mais lento a comutar que o  inversor dado. 
 

3. Andar de potência (1+1.5+1.5) 

A figura apresenta um andar de amplificação de potência em classe A, onde o transístor tem β=60, VBEon= 
0.7V, VCEsat=0V, o díodo Vγ=0.7V, VCC=10V, IEE=1.25A e RL=8Ω. Admita que o transístor é linear na 
zona ativa e as fontes de corrente são ideais. 

a) Calcule os valores máximo e mínimo que v0 pode atingir. Calcule o valor 
máximo da potência na carga PL. 
b) Desenhe a forma de onda sinusoidal de vI que faz a excursão máxima na 
saída. Nessas condições desenhe as formas de onda de v0, iC, vCE. Indique os 
valores máximos e mínimos de todas as ondas desenhadas. 

c) Calcule o valor mínimo de IBB para que o díodo nunca corte e explique as 
vantagens da sua utilização.   
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Formulário 
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• TJB 
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• Métodos das constantes de tempo 
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